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el ectropl ating conposition intended in particular for
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FIG.1

(57) Abstract : One subject of the present invention is an electroplating composition intended in particular for coating a
semiconductor substrate with copper, serving to fabricate structures of the “through-via” type for producing interconnects in
integrated circuits. According to the invention, said solution contains copper ions with a concentration between 14 and 120 mM
and ethylenediamine, the ethylenediamine/copper molar ratio being between 1.80 and 2.03 and the pH of the electroplating
solution being between 6.6 and 7.5. Another subject of the present invention is the use of said electroplating solution for
depositing a copper seed layer and the process for depositing a copper seed layer using the electroplating solution according to the
invention.

(57) Abrégé : La présente invention a pour objet une composition d'électrodéposition destinée notamment a revétir avec du cuivre
un substrat semi-conducteur servant a fabriquer des structures de type « via
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traversant » pour la réalisation d'interconnections dans des circuits intégrés. Selon I'invention, ladite solution comprend des ions
de cuivre en concentration comprise entre 14 et 120 mM ainsi que de 1'éthylénediamine, le rapport molaire entre I'éthylénediamine
et le cuivre étant compris entre 1,80 et 2,03 et le pH de la solution d'électrodéposition étant compris entre 6,6 et 7,5. La présente
invention a également pour objet l'utilisation de ladite solution d'électrodéposition pour le dépot d'une couche de germination de
cuivre ainsi que le procédé de dépdt d'une couche de germination de cuivre a l'aide de la solution d'¢lectrodéposition selon
l'invention.



